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Cинтез шихты для получения монокристаллов 

Cu2CdGeS4 осуществлялся в вакуумированных 

кварцевых ампулах сплавлением элементарных 

компонент. Соединение Cu2CdGeS4 плавится инкон-

груэнтно, что не позволяет применять расплавные 

методы для выращивания его монокристаллов [1, 2]. 

Рентгенофазовый анализ (РФА) выполнялся на по-

рошкообразном образце кристалла (рисунок 1 свер-

ху) и подтвердил его многофазность. Анализ интен-

сивности пиков рентгенограммы позволяет оценить 

фазы: 40-50 % Cu2CdGeS4, 20-30 % СdS, 10-20% 

Сu2S, 5-10 % GeS2 и др. 

Выращивание монокристаллов проходило из по-

рошкообразной шихты массой ~ 3 г в вакуумиро-

ванных кварцевых ампулах диаметром 20±0,1 мм с 

использованием йода в концентрации ~ 5 мг/см3 в 

качестве газа-носителя в течении 154 ч при градиен-

те 1123/1063 К между зонами источника и кристал-

лизации соответственно. Выращенные монокри-

сталлы были преимущественно игольчатыми с раз-

мерами до 25х1х1 мм3 и, частично пластинчатыми с 

размерами до 25х4х1 мм3, гладко огранёнными с 

двух сторон чёрного цвета. По результатам эле-

ментного анализа можно судить о стехиометрично-

сти образцов: Сu – 25,98 ат%; Cd – 12,66 ат%; Ge – 

13,06 ат %; S – 48,3 ат%. 

 

 
Рис.1. РФА многофазной шихты(сверху) и выращенного 

монокристалла Cu2CdGeS4 (снизу) 

 

Индицирование пиков проводилось по методу 

Ритвельда. Обработка рентгенограмм проводилась 

по методу Ритвельда с использованием ПО FullProf 

и XPert HighScore Plus. Результаты РФА (рисунок 1 

снизу) показали образование соединения Cu2CdGeS4 

орторомбической структуры (пространственная 

группа Pmn21) [1-3] с параметрами элементарной 

ячейки: а = 7,69 ± 0,1 Å, b = 6,55 ± 0,1 Å, c = 6,28 ± 

0,1 Å, объем ячейки равен V = 316,32 Å3. Получен-

ные величины согласуются с литературными дан-

ными, что подтверждает идентичность химического 

состава и структуры [3]. Для монокристалла зафик-

сированы характерные для орторомбической струк-

туры рефлексы: (011), (210), (020), (030), (321), (040) 

– все из которых соответствуют карте базы данных 

ICDD № 04-074-0515 [3].  

Рефлексы, которые могли бы указывать на при-

сутствие сульфидов металлов (Cu2S, CdS, GeS2), 

оксидных или элементных фаз, в дифрактограмме 

монокристалла отсутствуют, что свидетельствует об 

успешном получении однофазного соединения вы-

сокой степени чистоты. 
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